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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ИНТЕГРАЛЬНОГО ДАТЧИКА 

ЛУЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ 

В работе представлены результаты исследования технологии изготовления интеграль-

ного датчика лучистой энергии [1], представляющего собой гибридную интегральную 

микросборку (ГИМСБ), включающую преобразователь лучистой энергии и микропроцес-

сорную систему управления. 

Важнейшим фактором, определяющим надежность интегрального датчика, является 

технологическая совместимость компонентов, так как возможно нарушение качества чув-

ствительной поверхности, границ диффузионных областей, дефектообразование в резуль-

тате термохимических взаимодействий компонентов датчика в процессе изготовления, а 

также их механическое повреждение. В технологии датчика характерно использование 

локального окисления, селективного травления, элементов мембранной и гибридной тех-

нологий. Обобщенная последовательность изготовления датчика приведена на рис.1. Из-

вестные технологические операции создания комбинированной транзисторной структуры 

(КТС), описанные в [2], дополня-

ются нанесением слоя пироэлек-

трика, толщина которого в зависи-

мости от  требуемых параметров 

датчика достигала до 100 мкм. На-

несение проводится путем испаре-

ния исходных материалов в вакуу-

ме (Р=10
-6

Па). В качестве пиро-

электрика исследовались материа-

лы семейства перовкситов. Для 

толстых слоев пироэлектрика ис-

пользовалась PZT-керамика [3]. Та-

кие слои изготавливались путем 

нанесения и последующего отжига 

паст на поверхности затвора КТС. 

Затем на поверхность пироэлектри-

ка осаждалась пленка меди толщи-

ной до 1 мкм. 

ГИМСБ датчика состоит из по-

ликоровой подложки с выполнен-

ными на ней межэлементными со-

единениями, на которую приклеи-

вались кристаллы сенсора и микро-

процессора.  

Датчик использовался при раз-

работке микропроцессорной систе-

мы управления в производстве по-

лупроводниковых приборов.  
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Рис.1. Схема технологического процесса произ-

водства интегрального датчика лучистой энергии 
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